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摘 要

在本實驗過程中，使用旋轉式塗蓋法(spin coating)在Si上成長奈米二氧化矽薄膜。在材料分析方面，我們將以場發射掃瞄式

電子顯微鏡(FE-SEM)來觀察奈米二氧化矽薄膜顆粒大小，以化學分析電子光譜儀(ESCA)來分析元素之間的化學鍵結情形，

並以能量分散式X射線元素分析儀(EDS)來做氧化層表面以及縱深分析來了解在奈米二氧化矽裡可能存在的化學元素組成。

研究薄膜的電性與光特性。我們分別進行300℃、400℃以及500℃退火30分鐘，來跟未退火之二氧化矽作比較。我們發現

退火可以使氧化層固化並提高品質使漏電流減少。然後我們將其應用至元件上，我們發現奈米二氧化矽薄膜在沒有退火下

，雖然會造成漏電流密度上升，但也會造成元件對光的響應提升。
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